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イオン液体（IL）を絶縁層に用いた電気二重層有機 FET

（EDL-OFET）は、IL/有機半導体界面に効率的にキャリア

を蓄積・輸送できる 1)。しかし ILは電極界面で従来の電解

質とは異なる挙動を示し、デバイス性能への影響が懸念さ

れる 2)。本研究では、界面 ILを nmスケールで実験・計算

により解析することで、ILゲート EDL-OFET で観測された

バイアスストレスの原因となる、界面 IL挙動を解明した。 

Fig. 1 に示すように EDL-OFET のドレイン電流の閾値電

圧が時間とともに負にシフトし、ILに由来すると思しきバ

イアスストレスが観測される。その特徴として、FET OFF

方向に動作電圧のおよそ 5倍（VG = 1.5 V）を印加すると、

キャリアトラップの緩和が観測された。 

界面 IL を電気化学 FM-AFM でオペランド観測すると、

閾値電圧の変化とほぼ同じタイムスケールで、界面第一 IL

層の構造力が二倍以上に増加し、界面に IL層が一層成長す

ることがわかった。分子動力学計算を用いて、デバイス動

作環境下界面を再現すると、有機半導体層にキャリアを注

入することで界面第一 IL層が、Fig. 2に示す規則的な層構

造を形成することがわかった。このとき ILはアニオンの極

性基をキャリアに向け、まさにキャリアトラップに理想的

な配向を取ることがわかった（Fig. 3）。当日は、温度依存

測定から求めたキャリアトラップエネルギーダイナミクス

についても併せて報告する。 
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Fig. 1 Time course of device performance  

due to the bias stress. 

 
Fig. 2 Lateral distribution of the 1st 

interfacial IL at FET ON region. 

 
Fig. 3 Scheme of the carrier trapping  

derived from IL. 
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